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В настоящее время одними из самых перспективных тонкопленочных покрытий являются прозрач
ные проводящие покрытия на основе оксидов металлов, которые принадлежат к классу полупроводников 
с широкой запрещенной зоной. Интерес к ним обусловлен сильно возросшим применением прозрачных 
электродов в оптоэлектронных устройствах. Для увеличения электрической проводимости данные пленки 
легируются атомами металлов.

В данном докладе показано применение метода спектральной эллипсометрии для расчета дисперси
онных зависимостей оптических характеристик (показателя преломления п(Х) и показателя поглощения 
£(Х)) пленок оксида цинка, легированных атомами алюминия (ZnO Al), на кремниевых подложках. На 
рисунке приведены рассчитанные функции п(К) и k(k) по спектрам tg'F(X), cosA(X) исследуемых пленок, 
измеренным на спектральном эллипсометре ES-2 при угле падения излучения 65°.

Сравнительный анализ результатов полученного решения обратной задачи спектральной эллипсоме
трии с известными литературными данными [1] позволяет утверждать, что легирование пленок оксида 
цинка атомами алюминия приводит к уменьшению показателя преломления в видимой области спектра и 
увеличению показателя поглощения в коротковолновой области спектра.
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